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1 背景と目的 

現在、半導体膜の材料として ITO膜や IZO

膜など In（インジウム）を主原料とした

薄膜が一般に使われており、高性能な半

導体として知られているが、コストの面

で In は非常に高価であり、CdTe 膜や As

含有物半導体のように環境や人体に悪影

響を与えるような物質も材料として使わ

れている半導体デバイスも多い。それに

代わるものとして ZnO を使用した半導体

薄膜の実用化のための研究・開発が進ん

でいる。本研究の最終目標は薄膜蛍光体、

薄膜太陽電池に応用することである。 

 

2.実験 

スパッタリング法とミスト CVD 法を用

いて ITO、Glass、Qz、Si 基板上に酸化亜

鉛薄膜を成膜した。また成膜したサンプ

ルにアニーリング（熱処理）を行い、結晶

を成長させた。アニーリングのガスは O2、

N2、Vacuumを使用した。 

 

3.結果と考察 

ここではスパッタリング法で成膜した Si

基板上の酸化亜鉛薄膜にアニーリングを

行った時の結果を記す。図 1 は c 軸方向

の成長が一番良かったN2でアニーリング

した酸化亜鉛薄膜の AFM 像である。この

時の基板の粗さは約 2.38nmであった。図

2 はアニーリングした酸化亜鉛薄膜の

XRDパターンを示している。アニーリン

グのガスに N2を使用した時、（002）ピー

クの強度が高くなっていることが分かる。

図 3 は c 軸方向の結晶のサイズと格子定

数 c を示している。この図から c 軸方向

の結晶の成長が良いのはアニーリングの

ガスにN2を使用した時であることが分か

る。 

   

  図 1. N2アニーリング後の AFM 像 

 

図 2.XRDのパターン 

 

図 3.c軸方向の微結晶のサイズと格子定数 c    

  のアニーリングガス依存 

 

4.まとめ 

これらの結果からスパッタリング法で成

膜した酸化亜鉛薄膜においてはアニーリ

ングのガスにN2を使用した時の結果が一

番良いことが分かった。 

32 34 36 38

In
te

n
si

ty
 (

a
r
b

.u
n

it
s)

2θ (degree)

O2

N2

Vacuum

5.1890

5.1900

5.1910

5.1920

5.1930

5.1940

5.1950

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

O2 N2 Vacuum

L
a

tt
ic

e
 s

o
n

st
a

n
t 

c
 (

Å
)

c
-a

x
is

 c
r
y

st
a

ll
li

te
 s

iz
e
 (

n
m

)

Gas

c-axis crystallite size

Lattice constant c


